
Distribuzione strutture su wafer: il fotoresist sarà solo sulle 
strutture ed il 95% della fetta sarà esposto all’etching (open)
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Distribuzione strutture su wafer: stessa distribuzione di maschera 1 
per degli shot con strutture, ma in questo caso la fetta sarà per il 95% 
coperta da fotoresist
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Matrice di linee/trenches

Matrice di pixel/fori

Area strutture 
divisa in due 
(dark&light field):
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MASCHERE PER TEST: SINGOLO SHOT

dark field 

light field



Strutture disegnate: 
Varianti, numero e 
distribuzione 
all’interno dello shot

MASCHERA PER TEST: SINGOLO SHOT (2)



MAPPATURA  UTILIZZATA PER LE MISURE DI SPESSORE CON INTERFEROMETRO E 
COORDINATE DEGLI SHOTS NELLE MASK 1 E 2 

L’origine delle coordinate 
(0,0) è il centro della fetta

(misure in cm)
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CROSS SECTION DEI TEST DA EFFETTUARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI 
PARAMETRI DI PROCESSO CIASCUNA RICETTA

625 µm CZ Si wafer

500 nm SiO2

Fotoresist HiPR6512 
1100 nm

Ricetta #1 - test wafer per SiO2 etch (item 2.1 
dell’allegato 1- parametri)

150 nm Si3N4

Fotoresist HiPR6512 
1100 nm

Ricetta #2 - test wafer per Si3N4 etch (item 2.5 
dell’allegato 1- parametri)

625 µm CZ Si wafer

500 nm SiO2


